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前言

　　我的面前摆放着十多本封面五颜六色的电工电子学系列课程教材，它们是中南大学信息科学与工
程学院电子科学与技术系电工电子学系列课程教学团队多年辛勤劳动和教学实践的结晶。
　　电流所经过的路径叫电路。
大学生学习电工电子电路课程的意义犹如行人、游人、司机学习行路知识和人们探求人生之路的真谛
一样重要。
无论是“电路”、“前进道路”还是“人生道路”，都有一个“路”字。
俗话说，“路是人走出来的”。
人生之路是探索出来的，行路见识是体验出来的，电路知识是学习得来的。
研究发现，人类社会的许多自然现象、科技和人文问题都可用电路的方法来模拟，人类自身的许多活
动和智能行为也可用电路的方法通过硬件与软件来模仿。
因此，电工电子学系列课程作为技术基础课程对高校人才培养所起的重要作用是不言而喻的。
电工电子学的基础知识、基础理论和基本技能正通过教学活动和人的智能活动向各个学科领域扩展和
渗透，发挥着越来越大的作用。
通过本系列课程学习，学生能够获得关于电工电子学的基本理论、基本知识和基本技能，为后续专业
课程的学习和毕业后参加工作打下基础。
　　现由中南大学出版社出版的这套电工电子学系列教材，是根据电工电子学系列课程教学体系而编
写的，其教学目标在于培养学生的创新能力，满足不同专业学生的培养要求和个性化人才培养的需求
。
该系列教材分为3大类别：第1为基础知识类，第2为扩展知识类，第3为实践技能类。
其中，基础知识教材又分为电类、机电类、非电类、文理类4个层次共9个模块；扩展知识类教材主要
是电工电子学新知识的扩展与延伸，共有10个模块；实践技能类教材分为实验、实习和课程设计3个模
块。
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内容概要

　　半导体器件，基本放大电路，放大电路的频率响应，功率放大电路，模拟集成电路基础，放大电
路中的反馈，信号运算与处理电路，波形发生与信号转换电路，直流电源等。
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稳压电路9.6.3 稳压电路的保护本章小结习题附录在系统可偏程模拟器件参考文献
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章节摘录

　　1.1.2 杂质半导体　　通过扩散工艺，掺人某些特殊的微量元素后的半导体称为杂质半导体。
在纯净的半导体中掺人三价元素可以构成P型（空穴型）半导体，掺入五价元素可以构成N型（电子型
）半导体。
控制掺入的微量元素的浓度就可以控制杂质半导体的导电性能。
　　1.P型半导体　　在半导体晶体（如硅）中，掺入微量的三价元素（如硼、镓或铟）就构成了P
（Positive）型半导体。
由于杂质原子最外层有3个价电子，它们会取代晶格中硅原子的位置而与周围的硅原子形成共价键结
构，杂质原子因缺少一个价电子而同时产生一个空位。
在常温下，当共价键中硅原子的价电子由于热运动而填补此空位时，杂质原子因为获得了一个电子而
成为负离子，同时硅原子的共价键因为缺了一个价电子而产生了一个空穴。
杂质负离子处于晶格的位置上而不能自由移动，如图1.4所示。
在P型半导体中，空穴来自两个方面：一部分由本征激发产生，其数量极少；另一部分与杂质负离子
同时产生，其数量取决于杂质浓度，且与负离子数量相等。
所以，在P型（亦称为空穴型）半导体中，空穴数量等于负离子数加自由电子数，空穴成为多数载流
子（简称多子），而自由电子成为少数载流子（简称少子）。
杂质原子因为其中的空位吸收电子，而称为受主杂质。
　　2.N型半导体　　同样道理，在半导体晶体（如硅）中，掺入微量的五价元素（如磷、砷或锑）
就构成了N（Negative）型半导体。
由于杂质原子最外层有5个价电子，当它们取代晶格中硅原子的位置而与周围的硅原子形成共价键时
，还会多出一个不受共价键束缚的电子，在常温下，由于热激发就可以使它们成为自由电子。
杂质原子由于处于晶格的位置上，且释放了一个电子而成为不能移动的正离子，如图1.5所示。
在N型半导体中，电子来自两个方面：一部分由本征激发产生（数量极少）；另一部分与杂质正离子
同时产生（数量取决于杂质浓度，且与正离子数量相等）。
所以在N型（亦称为电子型）半导体中，自由电子的数量等于正离子数加空穴数，自由电子成为多数
载流子（简称多子），而空穴成为少数载流子（简称少子）。
杂质原子可以提供电子，故称为施主杂质。
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编辑推荐

　　《模拟电子技术基础（电类）（第2版）》适用于作为高等院校电气电子信息类各专业的教材用
书，也可以供相关专业选用和社会读者阅读。
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